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[57]申請專利範圍
1.　一種靜電放電偵測(ESD detection)電路，包含有：一第一電源接墊，用以接收一第一供應
電壓；一第二電源接墊，用以接收不同於該第一供應電壓之一第二供應電壓；一容阻電

路，包含有：一阻抗元件，耦接於該第一電源接墊與一第一端點之間；以及一電容元

件，耦接於該第一端點與一第二端點之間，其中該第二端點未直接連接於該第二供應電

壓；一觸發電路，耦接於該第一電源接墊、該第二電源接墊以及該容阻電路，用來依據

該第一端點與該第二端點之電壓準位來產生一靜電放電觸發(ESD trigger)訊號；以及一偏
壓電路，耦接於該第一電源接墊以及該第二電源接墊之間，用以提供一偏壓電壓予該第

二端點。

2.　如申請專利範圍第 1項所述之靜電放電偵測電路，其中該偏壓電壓係介於該第一供應電
壓與該第二供應電壓之間。

3.　如申請專利範圍第 1項所述之靜電放電偵測電路，其中該電容元件係為採用先進製程
(nano scale)之一金氧半導體電晶體電容(MOS capacitor)。

4.　如申請專利範圍第 1項所述之靜電放電偵測電路，其中該偏壓電路係為一分壓電路，用
以根據該第一、第二供應電壓來產生一分壓以作為該偏壓電壓。

5.　如申請專利範圍第 1項所述之靜電放電偵測電路，其中該觸發電路包含有：一第一金氧
半導體電晶體，其一控制端耦接於該第一端點，一第一連接端耦接於該第一電源接墊，

以及一第二連接端用以輸出該靜電放電觸發訊號；以及一第二金氧半導體電晶體，其一

控制端耦接於該第二端點，一第一連接端耦接於該第一金氧半導體電晶體之該第二連接

端，以及一第二連接端耦接於該第二電源接墊，其中該第一金氧半導體電晶體係為一第

一導電型之金氧半導體電晶體，以及該第二金氧半導體電晶體係為一第二導電型之金氧

半導體電晶體。
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6.　如申請專利範圍第 5項所述之靜電放電偵測電路，其中該偏壓電路包含有一反相器，耦
接於該第二端點與該第一金氧半導體電晶體之該第二連接端之間，用以根據該靜電放電

觸發訊號來產生該偏壓電壓。

7.　如申請專利範圍第 1項所述之靜電放電偵測電路，其中該觸發電路包含有： 一第一金氧
半導體電晶體，其一控制端耦接於該第一端點，一第一連接端耦接於該第一電源接墊；

一第二金氧半導體電晶體，其一控制端耦接於該第二端點，一第一連接端耦接於該第一

金氧半導體電晶體之一第二連接端，以及一第二連接端用以輸出該靜電放電觸發訊號；

以及一第三金氧半導體電晶體，其一控制端耦接於該第二端點，一第一連接端耦接於該

第二金氧半導體電晶體之該第二連接端，以及一第二連接端耦接於該第二電源接墊，其

中該第一、第二金氧半導體電晶體係為第一導電型之金氧半導體電晶體，以及該第三金

氧半導體電晶體係為一第二導電型之金氧半導體電晶體。

8.　如申請專利範圍第 7項所述之靜電放電偵測電路，其中該偏壓電路包含有一反相器，耦
接於該第二端點與該第二金氧半導體電晶體之該第二連接端之間，用以根據該靜電放電

觸發訊號來產生該偏壓電壓。

9.　一種靜電放電偵測(ESD detection)方法，包含有：提供一容阻電路，包含有：一阻抗元
件，耦接於一第一供應電壓與一第一端點之間；以及一電容元件，耦接於該第一端點與

一第二端點之間，其中 該第二端點未直接連接於不同於該第一供應電壓之一第二供應電
壓；依據該第一端點與該第二端點之電壓準位來產生一靜電放電觸發(ESD trigger)訊號；
以及提供一偏壓電壓至該第二端點。

10.   如申請專利範圍第 9項所述之靜電放電偵測方法，其另包含有：設定該偏壓電壓介於該
第一供應電壓與該第二供應電壓之間。

11.   如申請專利範圍第 9項所述之靜電放電偵測方法，其中該電容元件係為採用先進製程(nano
scale)之一金氧半導體電晶體電容(MOS capacitor)。

12.   如申請專利範圍第 9項所述之靜電放電偵測方法，其中提供該偏壓電壓至該第二端點的
步驟包含有：根據該第一、第二供應電壓來產生一分壓以作為該偏壓電壓。

13.   如申請專利範圍第 9項所述之靜電放電偵測方法，其中依據該第一端點與該第二端點之
電壓準位來產生該靜電放電觸發訊號的步驟包含有：提供一第一金氧半導體電晶體，其

一控制端耦接於該第一端點，一第一連接端耦接於該第一供應電壓，以及一第二連 接端
用以輸出該靜電放電觸發訊號；以及提供一第二金氧半導體電晶體，其一控制端耦接於

該第二端點，一第一連接端耦接於該第一金氧半導體電晶體之該第二連接端，以及一第

二連接端耦接於該第二供應電壓，其中該第一金氧半導體電晶體係為一第一導電型之金

氧半導體電晶體，以及該第二金氧半導體電晶體係為一第二導電型之金氧半導體電晶體。

14.   如申請專利範圍第 13項所述之靜電放電偵測方法，其中提供該偏壓電壓至該第二端點的
步驟包含有：反相(invert)該靜電放電觸發訊號來產生該偏壓電壓。

15.   如申請專利範圍第 9項所述之靜電放電偵測方法，其中其中依據該第一端點與該第二端
點之電壓準位來產生該靜電放電觸發訊號的步驟包含有：提供一第一金氧半導體電晶

體，其一控制端耦接於該第一端點，一第一連接端耦接於該第一供應電壓；提供一第二

金氧半導體電晶體，其一控制端耦接於該第二端點，一第一連接端耦接於該第一金氧半

導體電晶體之一第二連接端，以及一第二連接端用以輸出該靜電放電觸發訊號；以及提

供一第三金氧半導體電晶體，其一控制端耦接於該第二端點，一第一連接端耦接於該第

二金氧半導體電晶體之該第 二連接端，以及一第二連接端耦接於該第二供應電壓，其中
該第一、第二金氧半導體電晶體係為第一導電型之金氧半導體電晶體，以及該第三金氧

半導體電晶體係為一第二導電型之金氧半導體電晶體。

(2)
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16.   如申請專利範圍第 15項所述之靜電放電偵測方法，其中提供該偏壓電壓至該第二端點的
步驟包含有：反相(invert)該靜電放電觸發訊號來產生該偏壓電壓。

圖式簡單說明

第 1圖為習知靜電放電防護電路的方塊示意圖。
第 2圖為另一習知靜電放電偵測電路的電路架構示意圖。
第 3圖為本發明靜電放電偵測電路之一第一實施例的電路架構示意圖。
第 4圖為本發明第一實施例之靜電放電偵測電路模擬靜電放電事件發生時觸發電流的示

意圖。

第 5圖為本發明第一實施例之靜電放電偵測電路模擬正常操作狀態下漏電流狀態的示意
圖。

第 6圖為本發明靜電放電偵測電路之一第二實施例的電路架構示意圖。
第 7圖為本發明第二實施例之靜電放電偵測電路模擬靜電放電事件發生時觸發電流的示

意圖。

第 8圖為本發明第二實施例之靜電放電偵測電路模擬正常操作狀態下漏電流狀態的示意
圖。
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